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연  경질 재  한쪽  또는 에 도체  가지고,  연  경질 재  통하여 상  도체 에 

는  개 에  도  질  어   비   갖는   여러   착  사 에  고  

어, 하여 가열 프  는 다  다.  복   , 가  쪽

에 하는 한쪽  에는, 그 비    에 하여 도  프가 고, 가  쪽

에 하는 다  쪽  에는, 그 비    에 하여 도  핀 또는 볼  어 

다. 러한 다   지  하고, 그 에 LSI  등   탑재하여 도체  

한다. 또한, 러한 다   어 , 그  또는 한쪽 에 빌드 업  하고, 빌

드 업  가  쪽 도체  에는,  프  하고, 또한 빌드 업  다  쪽  

하는 가  쪽 도체  에는, 도  핀 또는 볼  하여, 고 도    고 도 

에 리한 다   공한다.   
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특허청  

청 항 1 

 경  지  는 연  경질 재  한쪽  또는 에 도체  가지고,  연  경

질 재  통하여 상  도체 에 는 개 에 도  질  어  비   갖는  여러 

 착  사 에 고 어, 들 복   하여 가열 프   다  

에 어 ,

상  비   하는 개 에  도  질   에 돌 상 도체가 고,

상  각 연  지 재  에 착  ,  

상  다   , 가  쪽에 하는 한쪽  에는, 상  비    에 하

여 그 비  에  는 도  프가 고, 가  쪽에 하는 다  쪽  

에는, 상  비    에 하여 그 비  에  는 도  핀 또는 도  볼  

어 는 것  특징  하는 다  . 

청 항 2 

 경  지  는 연  경질 재  한쪽 에 도체  가지고,  연  경질 재  

통하여 상  도체 에 는 개 내에 도  질  어  비   갖는 한쪽   여러 

과,  

 경  지  는 연  경질 재  한쪽 에 도체  가지고,  연  경질 재  

통하여 상  도체 에 는 개  갖는 한쪽   착  사 에 고 각각 어, 들 

복   하여 가열 프   다  에 어 ,  

상  비   하는 개 에  도  질   에 돌 상 도체가 고,

상  다   , 가  쪽에 하는 한쪽  에는, 상  비    에 하

여 그 비  에  는 도  프가 고, 가  쪽에 하는 다  쪽  개

내에는, 그  도체 에  는 도  핀 또는 볼  어 는 것  특징  

하는 다 . 

청 항 3 

1항에 어 , 상  다   , 가  쪽에 하는 한쪽  에는, 그 도체  

어  지 트  고, 그  지 트에 한 개  는 도체  또는 비  에 

하는 도  프가 비    에 , 또한 가  쪽에 하는 다  쪽  에도, 

그 도체  어  지 트  고, 그  지 트 에 한 개  는 도체  또

는 비  에 하는 도  핀 또는 도  볼  비    에 어 는 것  특징  하는 다  

. 

청 항 4 

1항 또는 2항에 어 , 상  다   하는 각  비  에 는 도  질 , 

해 도 처리에 해  도 , 그 도 에  하는 돌 상 도체가 어 

는 것  특징  하는 다  . 

청 항 5 

4항에 어 , 상  돌 상 도체는, 도  트  는 것  특징  하는 다  .

청 항 6 

1항 또는 2항에 어 , 상  다   하는 각  비  에 는 도  질 , 

 열경  또는 열가  지   도  트  것  특징  하는 다  .
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청 항 7 

1항 또는 2항에 어 , 상  다  에 는 하는 비   사  거리는, 상  한쪽 

 다  쪽  향함에  커지도  는 것  특징  하는 다  . 

청 항 8 

1항 또는 2항  다   포함하고, 그 다   가  쪽  에  도  

프에    탑재하여  도체 . 

청 항 9 

8항에 어 , 상   탑재하는 가  쪽  주연 에는 티프 가 과 동시에, 

그 과 마주 보는 가  쪽 다   에는,    어  도체 

. 

청 항 10 

삭

청 항 11 

삭

청 항 12 

하나 상  내  도체  갖는 다  어 과, 그 다  어  한쪽  또는 에 고, 또한 

간 지 연 과 도체  갈  는 동시에, 각 도체  사 가 하나 상  비   어  

빌드 업   다  에 어 , 

상  다  어 , 연  경질 재  한쪽  또는 에 하나 상  도체  가지고,  연  경

질 재  통하여 상  도체 에 는 에, 도  질  어  비   갖는  여

러  착  사 에 고 어, 들 복   하여 가열 프  어 

는 것  특징  하는 다  . 

청 항 13 

12항에 어 , 상  다  어  에 상  빌드 업  어  다  ,

빌드 업  한쪽  하는 가  쪽  도체  에는,  프가 고, 또한 빌드 업 

 다  쪽  하는 가  쪽  도체  에는, 도  핀 또는 볼  어 는 것  특징  

하는 다  .  

청 항 14 

12항에 어 , 상  다  어  에 상  빌드 업  어  다  ,  

상  빌드 업  가  쪽  도체 ,  지 트 에 고, 그  지 트 에 한 개

 는 상  도체  어도 는, 도체 드 또는  단  태  어 는 것  특징

 하는 다  . 

청 항 15 

12항에 어 , 상  도  질 , 해 도 처리에 해  도 , 그 도 에 

 어 돌 상 도체가 어 는 것  특징  하는 다  . 

청 항 16 

15항에 어 , 상  돌 상 도체는, 도  트  는 것  특징  하는 다  . 

청 항 17 
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12항에 어 , 상  도  질 ,  열경  또는 열가  지   도  트  것  

특징  하는 다  . 

청 항 18 

12항에 어 , 상  빌드 업  비   는, 상  다  어 에  비    에 

하여, 그 비  에 직  어 는 것  특징  하는 다  .  

청 항 19 

12항에 어 , 상  다  어  하는 각  연  재는, 리천 에폭시 지 재, 리

천 비 말 미드트리 진 지 재, 리천 폴리 닐 에  지 재, 미드 직포-에폭시 지 재, 

미드 직포-폴리 미드 지 재  택 는 어느 하나  경질 재  는 것  특징  하

는 다  .

청 항 20 

19항에 어 , 상  다  어  하는 각  연  재는, 께가 20∼100 ㎛  리천 

에폭시 지 재  고, 상   비   지  50∼250 ㎛  것  특징  하는 다  .  

청 항 21 

20항에 어 , 상  다  어  하는 각  비  ,  에 지가 0.5∼10O mJ,  

폭  1∼100 μs,  간격  0.5 ms 상, 쇼트 가 1∼50  건 , 리천 에폭시 지 재  에 

사 는 탄산가  에 해  개 에 해 어 는 것  특징  하는 다  .  

  

   

본 ,  고 도 에 리한 다  나, 그 다  상에 빌드 업(build up)   <1>

한 다  프린트   그들에 탑재 는 도체  포함한 도체 에 한 것 , 특 ,  

비  (via hole)  갖는 한쪽   여러 , 또는   어  그 에 한쪽  

 각각 하고, 그   끼리  착  매개  하여  가열 프 함  

는 다  나, 그 다   어도 한쪽 에 빌드 업  한 다 프린트   

그들  사 한 도체  한다.  

 경  

근, IC  하는 지 , 공업  진보함에    또는 고 에 하여, <2>

 한 (finer pattern)에 한 고 도   신뢰   것  고 다. 

러한 지 , 1997 , 1월  「  」에는, 다  어  에 빌드 업 다  <3>

  것  개시 어 다. 

그러나, 상 에 게시    지 에 는, 다  어 내  도체 과 빌드 업 과  <4>

, 다  어  에 통 (through hole)  한 내  드  하여,  내  드에 비

  시  행했다.  에, 통  드 상  뚜  상 또는  상  어, 그 내  

드  역  통  도  향상  해하여, 통  에는  한계가 었다. 또한, 

 고 도  하  해 어  다  하 ,  빌드 업 , 다  어 내  도체 과 

한   보할  없다고 하는 가 었다. 

또한, 러한 에 해 는, 본 들  , 특원평 10-15346 (특개평 11-214846 )  그 개<5>

 했다. 

러한 개 에 한 다  프린트 , 내 에 도체  갖는 다  어 상에, 간 지 연 과 <6>

도체  갈  어 각 도체  사 가 비  에   빌드 업  어  다  프린트 
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에 어 , 다  어 에는, 통  고, 그 통 에는 재가 과 동시에 상  

재  통   어 도체  , 그 도체 에는 비    , 그것

에 해 통  도가 향상 어, 고 도  통  사 에 고 다   어 내  도체

  보할  도  어 다.

그러나, 러한  다  프린트 에 어  통 , 다  어 에 드릴 등  통<7>

 뚫어, 그 통  벽   에 해 도  행해  에, 그 개 나 경  고

하 ,   는 통  개 경  하한  300 ㎛ 도 고, 재 산업계  청  만 할 만한  

고 도  실 하  해 는, 50∼250  ㎛ 도  보다  개 경과, 보다  통  드 피

(through-hole land pitch)  얻  한 개  망 고 다. 

, 본 들 , 경질재료   어재  한쪽  또는 에 도체  가지고, 그 한쪽  <8>

어재  통하여 도체 에 는  비   하여   여러   하여, 착

 매개  하여  가열 프 함  다  어  하 , 다  어 에 통  하지 

고, 다  어 내  도체  끼리  다  어 내  도체  다  어 상에 한 빌드 업 

과   , 다  어 에 한  비  과, 그  에 한 빌드 업 내  

비   사 에 고  보할  는 것  게 었다.  

또한, 러한 다   가  쪽 에는, LSI  등  여러 가지  탑재 지만, 그 <9>

 탑재하는 는, 가  쪽 에  도체 상   에,  단  삽

하  한 나, 그  러싼 개 에  지  보다   지  갖는  

드  시  고, 여 에  리드  납 (soldering)에 해 는 핀 식 나, 도체

상   에 시  드상에 림  미리 도포해 고,  단 가 림 에 하

도   후, 가 하는 도 내  지  내에  리플 (reflow)시킴 ,  

는  식 등  들  다. 

그러나, 상  같  는, 도체 상에 한  지  갖는 드  하는 것  가결하다. <10>

또한, 근  , 고 능  청에 ,  탑재 가 많 지 , 드   시

할  없  도  커 , 고 도  해  어 었다. 

또한,  하  한 납  업시에는, 필 한 개  가 러, 단 (short-circuit), 단  <11>

등  어나는 것  지하  한  지 트(solder-resist) , 미리 도포해 는 것도 가결하다.  

에,  지 트 쇄시 가 어 나는 차  고 하여,  사 에 여  고 계할 필 가 어, 

 것도 고 도  해  어 었다.  

 상 한 

 개시<12>

본 ,   고 는 상 한 과  해결하  해 개  것 , 그  하는 것 , 고<13>

도   고 도 가 가능한 다  나 다  프린트   그들  사 한 도체  

하는 것에 다. 

들 , 상   실  해  연 한 결과, 하에 나타내는 내  지  하는 에 <14>

다. ,  

(1) 본  다  , 연  경질 재  한쪽  또는 에 도체  가지고,  연  경질<15>

재  통하여 도체 에 는 개 에 도  질  어  비   갖는  여러  

착  사 에 고 어, 하여 가열 프   다  에 어 , 

상   복   , 가  쪽에 하는 한쪽  에는, 상  비    <16>

에 하여 그 비  에  는 도  프(bump)가 고, 또한 가  쪽에 하는 

다  쪽  에는, 상  비    에 하여 그 비  에  는 도  

핀 또는 볼  어 는 것  특징  한다.

(2) 또한, 본  다  , 연  경질 재  한쪽 에 도체  가지고,  연  경질 재  <17>

통하여 상  도체 에 는 개 에 도  질  어  비   갖는 한쪽  (single-
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sided circuit board)  여러 과, 연  경질 재  한쪽 에 도체  가지고,  연  경질 재  

통하여 상  도체 에 는 개  갖는 한쪽   착  사 에 고 각각 어, 

하여 가열   다  에 어 , 

상   복   , 가  쪽에 하는 한쪽  에는, 상  비    <18>

에 하여 그 비  에  는 도  프가 고, 가  쪽에 하는 다  쪽 

 개 내에는, 그  도체 에  는 도  핀 또는 볼  어 는 것  

특징  한다. 

상 (1)에 재  다  에 어 , 상  복   , 가  쪽에 하는 한쪽  <19>

에는, 그 도체  어  지 트  고, 그  지 트에 한 개  는 

도체 /비  에 하는 도  프가 비    에 , 또한 가  쪽에 하는 다  쪽 

 에도, 그 도체  어  지 트  어, 그  지 트 에 한 개

 는 도체 /비  에 하는 도  핀 또는 볼  비    에 어 는 것  직하

다. 

상 (1) 또는 (2)에 재  다  에 어 , 각 에 는 하는 비   사  거리는, <20>

상  한쪽  다  쪽  향함에  커지도  는 것  직하다. 

(3) 본  도체 는, 상 (1) 또는 (2)에 재  다  과, 그 다   가  쪽  <21>

한쪽 에  도  프에    포함하여  것  특징  한다.

상 (3)에 재  도체 에 어 는,  탑재하는  주연 에는 티프 (stiffener)가 <22>

과 동시에, 그 에 마주 보는 가  쪽  에  비   ,  탑재 에 

마주 보는 에 는 비  에 해  가  는 것  직하다.

(4) 또한, 본  도체 는, 연  경질 재  한쪽  또는 에 도체  가지고,  연  경<23>

질 재  통하여 상  도체 에 는 개 에 해 도  어  비   가지 , 그 비   

에 하여, 그 비  에  는 돌 상 도체  가    여러  착  

사 에 고 어, 해  가열 프   다  과, 그 다   가  

쪽에 하는 에   LSI  등   포함하여  도체 에 어 , 

상  가  쪽에 하는 한쪽  에는, 상  비    에 하여 그 비  에 <24>

 하는 프가 과 동시에, 그 도  프에 해 상    어,

상   탑재  과 쪽에 는 가  쪽에 하는  에는, 상  <25>

  에 는 비  에 해  가  어 는 것  특징  한다.

상 (4)에 재  도체 에 어 ,  탑재   주연 에는,  어짐 지  <26>

한 티프 가 착 ·고 어 는 것  직하다.  

(5) 본  다  ,  <27>

내 에 도체  갖는 다  어  한쪽  또는 에, 간 지 연 과 도체  갈  고, <28>

각 도체  사 가 비    빌드 업  어  다  에 어 , 

상  다  어 , 연  경질 재   또는 한쪽 에 도체  가지고,  연  경질 재  통<29>

하여 상  도체 에 는 에, 도  질  어  비   갖는  여러  착

 사 에 고 어, 하여 가열 프  어 는 것  특징  한다. 

상 (5)에 재  다  에 어 , 다  어  에 빌드 업  하고, 빌드 업 <30>

 한쪽  하는 가  쪽 도체  에는,  프(solder bump)가 과 동시에, 상  빌드 

업  다  쪽  하는 가  쪽  도체  에는, 도  핀 또는 볼  어 는 것  

직하다.

또한, 빌드 업  하는 가  쪽  도체 ,  지 트  고, 그  지 트 에 <31>

한 개  는 가  쪽  도체  도체 드(또는  단  태)에 함 , 어

미 (mother board)  직한 다  프린트  공 다.
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욱 , 상 (5)에 재  다  에 어 , 다  어  한쪽 에 빌드 업  하고, 빌<32>

드 업  가  쪽  도체  에는, 비    에 하여, LSI 등  도체  포함하는 

에 는  프가 고, 또한 다  어  다  쪽 에 는 도체 상에는, 

상   비    에 하여, 어미 에 는 도  핀 또는 볼  어 는 것  

직하다. 또한, 빌드 업  하는 가  쪽  도체   다  어  다    지 트

 어, 그  지 트 에 한 개  는 가  쪽 도체  한쪽에 도체 드  

하고, 다  어  다  쪽 에 는 도체 상에는, 상   비    에 하여, 

어미 에 는 도  핀 또는 볼  하는 것  직하다.  

또한, 상 (1)∼(5)에 재  다  에 어 , 도  질 , 해 도 처리에 해  도 , <33>

또는,  열경  지 또는 열가  지   도  트  것  직하다.  

상 (1)∼(5)에 재  다  에 어 , 다  어  하는 각 , 그 비   에 <34>

하여, 그 비  에   돌 상 도체가 어 는 것  직하고, 또한 그 돌 상 도

체는, 도  트  는 것  직하다. 

욱 , 상 (1)∼(5)에 재  다  에 어 , 빌드 업  비   는, 다  어 에 <35>

 비    에 하여, 그 비  에 직  어 는 것  직하다. 

상 (1)∼(5)에 재  다  에 어 , 다  어  하는 본단  한쪽 /  <36>

, 리천 에폭시 지 재(glass epoxy resin), 리천 비 말 미드트리 진 지 재, 리천 폴

리 닐 에  지 재, 미드 직포-에폭시 지 재, 미드 직포-폴리 미드 지 재  택

는 어느 하나  경질 재  는 것  직하고, 께가 20∼100 ㎛  리천 에폭시 지 재

 어,  비   지  50∼250 ㎛  것  직하다. 

욱 , 각  비  ,  에 지가 0.5∼10O mJ,  폭  1∼100 μs,  간격  0.5 ms <37>

상, 쇼트 가 1∼50  건하에 , 리천 에폭시 지 재  에 사 는 탄산가  에 해  

개 에 해 는 것  직하다.  

도  간단한 <38>

도1  본  하는 한쪽   한 상태  나타내는 도, 도2는 본  하는 한쪽  <39>

 다  상태  나타내는 도, 도3  본  하는 한쪽   또 다  상태  

나타내는 도, 도4는 본  하는 한쪽   또 다  상태  나타내는 도, 도5(a)∼(g)는 

본  하는   공   나타내는 도, 도6(a)∼(f)는 본  하는 한쪽 

  공   나타내는 도, 도7  본  다   한 실시 태(한쪽  

과   한다)  나타내는 도, 도8  본  다   다  실시 태(한쪽 

  만  다)  나타내는 도, 도9는 도8에 나타내는 실시 태에 어   비    

하  한 도, 도10  본  도체  나타내는 도, 도11  본  다  실시 태  나타내는 

도, 도12(a)∼(f)는 본  또 다  실시 태(다  어  한쪽 에 빌드 업  한 태)

 다   공   나타내는 도, 도13(a)∼(c)는 마찬가지  다   공  

 나타내는 도, 도14(a)  (b)는 마찬가지  다   공   나타내는 도, 도15(a)∼

(f)는 본  다   다  실시 태(다  어  에 빌드 업  했다)  다  

 공   나타내는 도, 도16(a)∼(c)는 마찬가지  다   공   나

타내는 도, 도17(a)∼(b)는 마찬가지  다   공   나타내는 도, 도18  도17(b)에 나

타내는 실시 태에 하여 BGA나 PGA  한 또 다  실시 태  나타내는 도 다.

 실시하  한  태<40>

(1) 본 , 연  경질 재  한쪽  또는 에 도체  가지고,  연  경질 재  통하여 상<41>

 도체 에 는 개 에 도  질  어  비   갖는 한쪽 /   단

, 들 여러   합시 고, 또는 필 에 , 들  한쪽  또는  에 가하여, 개

에 도  질   비   갖지만 도체  갖지 는  합시 , 착  사 에 

고 한 후, 하여 가열 프 함  한 다   지  사 한 에 특징  

다. 
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,  ·  프   복   , 가  쪽에 하는 한쪽  에는, <42>

  단 에 도  비    에 하여 비  에  는 도  프가 

고, 또한 가  쪽에 하는 다  쪽  에는, 어미 상    또는  

드에 도 , 비    에 하여 그 비  에  하는 도  핀(PGA) 또는 볼

(BGA)  어 는 에 특징  다. 

① 상  다  ,  들  4  한쪽   A∼D  사 하여 하는 경우에는,  들  도1<43>

에 나타내는  같 , 가  쪽에 하는 한쪽   A  에는, 도체 가 고, 가  

쪽에 하는 다  쪽   D  에는, 비  에 하는 돌 상 도체가   , 또

한, 도2에 나타내는  같 , 가  쪽에 하는  A  D  에는, 도체 가  

 다. 

② 또한, 상  다  , 3  한쪽   A, B, C , 1    E  사 하여 하는 <44>

경우에는,  들  도3에 나타내는  같 , 가  쪽에 하는  A, C  에는, 각각 도체

가   다. 

③ 욱 , 상  다  , 3  한쪽   A, B, C , 1  도체  갖지 는  <45>

F  사 하여 하는 경우에는,  들  도4에 나타내는  같 , 가  쪽에 하는  A, F

 에는, 각각 비  에 하는 돌 상 도체가   다. 

상  ①~③과 같  합 에도 다   할  지만, 러한 다   하는 가  <46>

쪽  도체  비    에 하는 , 도체 드에 고, 또한 가  쪽  

 에 는 돌 상 도체는, 그  가열 프 시에 어 연  재  상에 거  

원  진 도체 드에 어, 다   다. 

도1에 나타내는  같  합에 하 , 상   에 는 도체 상에, LSI 등  도체 <47>

 포함한 에 도 , 한 체  공 하여  프가 고, 또한 하   

비   에 돌 상 도체에 해 는 도체 드상에는, 어미 상  커 (connector) 또는  

드에 도 , T  핀 또는  볼  는 것  직한 실시  태 다.

또한, 가  쪽  에 는 도체 상에, 한 체  공 함 , T  핀 또는 <48>

 볼  어, 하   비   에 돌 상 도체에 해  도체 드에,  프  

할 도 다. 

어  합에 한 도, 상   프는, 가  쪽에 하는 한쪽  도체  <49>

에  도체 드상 또는 비     돌 상 도체에 해  도체 드상에 고, T  핀 또

는  볼 , 가  쪽에 하는 다  쪽  에 는 비     돌 상 도체에 

해  도체 드상 또는 도체  에  도체 드상에 각각 게 다. 

다  실시 태 는, 가  쪽에 하는 한쪽  에는, 그 도체  어  지 트<50>

 하여, 그  지 트 에 한 개  는 도체 /비  에 하는 도  프  비

   에 하고, 또한 가  쪽에 하는 다  쪽  에도, 그 도체  어 

 지 트  하여, 그  지 트 에 한 개  는 도체 /비  에 하는 도

 핀 또는 볼  비    에 할 도 다. 

러한 에 하 , 다  내에  비   고 도  고, 게 하여 고 도  비   <51>

, 가  쪽에 하는  에 는 비    에 하여, 도  프나, 도

 핀 또는 볼   에, 다  내  , 러한 도  프, 도  핀 또는 볼  사

에 고, LSI 등  도체  포함한 나 어미 에 단   어, 고 도 

가 가능해진다. 

욱 , 본 에 한 다  , 본  는 한쪽  또는   동 재료  하여, 그<52>

들  한  에, 열 창에 하는 계   하는 균열 나 리가 어나  어 고, 

, 도사  시험에 한 신뢰 도 향상 다. 

또한, 한쪽   만  사 하여 다   한 실시 태  경우에는,  에 계 <53>

없  어짐  생하  어 워진다는  다.
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욱 , 상  실시 태에 어 는, 도  프, 도  핀  볼 , 다   가  쪽에 하는 <54>

 에 는 비    에 하여  에,  과 같   지 트

 드시 할 필 가 없어진다. 냐하 , 가  쪽에 하는  연 ,  지 트

 역할  다 하고  다.  

(2) 또한, 본  다  ,  복    다   , 가  쪽에 하<55>

는 한쪽  에는, 비    에 하여 그 비  에  하는 도  프가 

고, 또한 가  쪽에 하는 다  쪽  개 내에는 도  질  지 고, 그 도체

에  는 도  핀 또는 볼  는 에 특징  다. 

러한 에 하 , 다   하는 한쪽   가  쪽에 하는  하나가 <56>

 비   갖지 는 보강 (reinforcing plate)  능한다. 냐하 , 비  , 내  비  드 

보다도  에, 비  시  상태는, 비  드  주  가  쪽  연  누 고 는 

것   다. 욱 , 그  같  에 한 개 내에 도  핀 또는 볼  도체  

 하도   에,  지 트  필  하지 는다.

(3) 본 , 상 (1) 또는 (2)에 재  다   가  쪽  에  도  프에, <57>

LSI  등    하여  도체  것  특징  한다.

러한 에 하 , 도  프  평탄  지  에, 그 프  과  사  미 나 <58>

량  없어진다. 

상  도체 에 어 ,  탑재하는 에는,  러싼 그 주연 에 티프 가 <59>

과 동시에,  탑재하는 과 마주 보는 가  쪽  에  비   , 

 탑재 에 마주 보는 에 는 비  에,  가 직  는 것  직하다. 

러한 에 하 , LSI  등  과,   사  거리  단  할  어,  사  <60>

루프 (loop inductance)  게 할  다.

(4) 욱 , 본 ,  비   해 도 에 해 한 복  한쪽    ·  프<61>

하여 한 다  과, 그 다   가  쪽에 하는 에   LSI  

등   포함하여  도체 에 어 , 

상  가  쪽에 하는 한쪽  에는, 상  비    에 하여 그 비  에 <62>

 하는 도  프가 과 동시에, 그 도  프에 해   볼  사 에 고 

 고, 상   탑재  과 쪽에 는 가  쪽에 하는  

에는, 상    에 는 비  에 해  가  어 는 것  특징

 한다. 

러한 에 하 , LSI 등  과,   사  거리  단  할  어,  사  루<63>

프  게 할  다.  

상  도체 에 어 는,  탑재   주연 에는,  하는 각 재료  열<64>

창  차 에 하는,  체  어짐  지하  한 티프 가 착 ·고 어 는 것  직한 

실시  태 다. 

 티프 는,  들 , BT, FR4, FR5  같  리- 지 복합재료나, 동 등  재료  어, <65>

에 탑재   러싸듯  는 것  직하다. 

(5) 본  다  , 연  경질 재  한쪽  또는 에 도체  가지고,  연  경질<66>

재  통하여 상  도체 에 는 개 에 도  질  어  비   갖는  단

, 그들  복   ·  프 하여  다   어  하여, 그 다  어  한쪽  또

는 에 빌드 업  한 에 특징  다. 

상  빌드 업  다  어  에 하는 한 실시 태에 어 는, 다  어  에 <67>

해, 간 지 연 과 도체  갈  하여, 각 도체  사 가 비  에 해   

, 빌드 업  가  쪽에 하는 한쪽 도체   어도 , 각각 도체 드에 

하여, 그들  도체 드상에  프 등  도  프  하여   단  또는 도  
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핀 나 볼에 도  하여, 가  쪽에 하는 다  쪽 도체   어도 , 도체 드에 

하고, 그 도체 드상에 도  핀 또는 볼  하여, 어미 상   (커 ) 또는  

드에 도  한다.

상  실시 태에 어 는, 빌드 업  가  쪽에 하는 도체  어  지 트  <68>

하고, 그  지 트 에 한 개  는 도체   각각 도체 드에 하여, 그

들  도체 드상에 도  프나, 도  핀 또는 볼  함 ,  탑재하는  직한 

지  다   다. 

또한, 상  실시 태에 어 는, 빌드 업  가  쪽에 하는 도체  어  지 트<69>

 하고, 그  지 트 에 한 개  는 도체   각각 도체 드에 함

,  어미  다   사 는  직한  태  할   다.  러한  실시 태에  

어 는, 도체 드상에는, 필 에  지 과    행하  한 커  하는 것  

직하다.  

마찬가지 , 상  빌드 업  다  어  한쪽 에 하는 실시 태에 어 는, 빌드 업 <70>

 가  쪽에 하는 한쪽 도체   어도 , 도체 드에 하고, 그 도체 드상에 

 프 등  도  프  하여   단  또는 도  핀 나 볼에  도  하고, 

한편, 다  어  빌드 업  지 는 쪽  도체   어도 , 도체 드에 

하고, 그 도체 드상에 도  핀 또는 볼  하여, 어미 상   (커 ) 또는  

드에 도  한다.  

상  각 실시 태  같  에 하 , 다  어 에 통  하는 것  필 해지  에, <71>

드 등  드  도가 향상 다. 그 결과,  비   고 도  할  고, 게 고 도

 비   사 에 고,  빌드 업 , 다  어 내  도체  한  보할 

 게 어, 고 도 가 가능해진다. 또한, 다  어  내에 어 도  한  고 도  하는 

것  가능해진다.  

욱 , 빌드 업 내에 비   고 도  고, 게 해  고 도  비   , 가  쪽에 <72>

하는 간 지 연 에 한 개  는 도체 드상에, 도  프나, 도  핀 또는 도

 볼   에, 다  내  빌드 업 , 러한 도  프, 도  핀 또는 도  

볼  사 에 고, LSI 등  도체  포함한 나 어미 에 단   어, 고 도 

   고 도 가 가능해진다.

상 한  같  (1)∼(5)에 재  다    도체 에 어 , 다   하는 /한<73>

쪽  에 사 는 연  재는, 경  상태  프리프 그(prepreg)가 니 ,  경  지

재료  는 경질  연  재 , 러한 재료  사 함 , 연  재상  동  가열 프

에 해 착시킬 에, 프 에 한 연  재   께  변동  없어지  에, 비   

가 어 나는 것  한도  억 하여, 비  드 지  게할  다.   피  게 하여 

도  향상시킬  다. 또한, 재  께  실질  하게 지할   에,  비   

 개   가공에 해 하는 경우에는, 그  사 건   해진다.  

러한 연  지 재 는, 리천 에폭시 지 재, 리천 비 말 미드트리 진 지 재, 리천 폴<74>

리 닐 에  지 재, 미드 직포-에폭시 지 재, 미드 직포-폴리 미드 지 재  택

는 경질 재가 사 는 것  직하고, 리천 에폭시 지 재가 가  직하다. 

또한, 상  연  재  께는, 20∼600 ㎛가 직하다. 그 는, 연  보하  해 다. 20 ㎛ <75>

미만  께 는, 강도가 하 어 취  어 워짐과 동시에,  연 에 한 신뢰  낮 지  

고, 600 ㎛  과하 , 미 한 비    개 가 어 워짐과 동시에,  그 체가 꺼워지  

다. 

상   께  갖는 리 에폭시 상에 는 비    개 는,  에 지가 O.5∼10O mJ, <76>

 폭  1∼100 μs,  간격  O.5 ms 상, 쇼트 가 1∼5O  건  사 는 탄산가  에 해 

는 것  직하고, 그 개 경  50∼250 ㎛   것  직하다. 그 는, 50 ㎛ 미만 는 

개 에 도  질  하  어 워짐과 동시에, 신뢰  낮 지  고, 250 ㎛  과하 , 고

도 가 곤 해지  다.
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러한 탄산가  에 한 개  에, 연  재  도체  과 쪽 에 지 필  <77>

착시 , 그 지 필 상에 사  행하는 것  직하다. 

 지 필 , 비    개 내  미어(desmeare) 처리하여, 그 미어 처리한 후  개 내에 <78>

해 도 처리에 해 도  할  보 마  능하고, 또 비   도   에 

돌 상 도체  하  한 쇄  마  능한다.

상  지 필 ,  들 , 착  께가 1∼20 ㎛ 고, 필  체  께가 O∼50 ㎛  PET 필<79>

 는 것  직하다. 

그 는, PET 필  께에 하여 후 하는 돌 상 도체  가 결  에, 10 ㎛ 미만  께<80>

는 돌 상 도체가 지나 게 낮  량   고,  5O ㎛  과한 께 는, 계 에  돌 상 

도체가 지나 게  에,  한   할  없  다. 

상  연  재  통하는 개 내 에 는 도  질 는, 도  트나 해 도 처리에 <81>

해 는 도  직하다. 

공  심플하게 하여, 비  고   향상시  해 는 도  트   <82>

합하지만,   신뢰 에 는 해  도 처리에  해  는  도 ,   들 ,  주 ,  ,  ,  

동/주 , 동/  등  도  직하고, 특  해동도  가  합하다.

 같  도  질   개 는, 연  재에 한 도체  끼리   하는 비  <83>

 하지만, 본 에 한 지  다    그것  사 한 도체  실시 태

에 , 는 각 에 는 비  , 그 하는 비   사  거리가, LSI  등  

 탑재하는 쪽에 는 가  쪽  에 해 는 가  고, 어미 에 는 쪽에 는 가

 쪽  다  에 해 는 가  게 도  는, , 는 각 에 는 비  

 도는, LSI  등   탑재하는 쪽   어미 에 는 쪽  

에 향함에  지도  는 것  직하고, 러한 에 하 ,  (引回性)  향상

다.

상  연  재  한쪽  또는 에 는 도체 는, 께가 5∼18 ㎛  동 , 경  상태가 지<84>

 지 착  사 에 고 가열 프 한 후, 한 에 처리  함  는 것  직하다

러한 가열 프 는, 한 도  가 하에  행해지고, 보다 직하게는, 감 하에  행해 , 경  <85>

상태  지 착  만  경 함 , 동  연  재에 해 실  착할   에,  

프리프 그  사 한 에 비해 시간  단 다. 

러한 도체 가 연  재  에 는 , 다   어  사 할  고, 각 비<86>

 에 한 에는, 도체   비  드( 드)가, 그 경  50∼250 ㎛   

는 것  직하다.

또한, 연  재  한쪽 에 도체 가 는 한쪽  ,  과 함께 는 <87>

 사  뿐 니 , 한쪽   만  하여 다   할 도 다. 

러한 한쪽  에 어 는,  비    에 돌 상 도체가 는 것  직하다.<88>

상  돌 상 도체는, 도  트나   는 것  직하고, 각  하<89>

여, 해  가열 프 하는 공 에 어 , 도  트 또는   열변 하  에, 상  

비  내에 는 도  질 나 도   격차  할  고, 또한, 량  지하여 

 신뢰  우 한 다   얻   다. 

상  돌 상 도체는, 비  내에 는 도  질,  들  도  트  동 한 재료 , 또한 동<90>

한 공 에 해 할 도 다. 

상   ·가열 프 에 해  다  , 가  쪽에 하는  , LSI  등  <91>

 탑재하는 쪽에 는  에, 비    에 하여 는 도  프는,  

들 , 도트 매트릭 상 또는 그 보다  빗  매트릭 상  다. 

또한, 가  쪽에 하는  , 어미 에 는 쪽에 는 다   에, 비  <92>
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  에 하여  도  핀 또는 도  볼 ,  들 , 상  도  프  마찬가지 , 도트 

매트릭 상 또는 그 보다  빗  매트릭 상  다. 

하, 본  다    그것  사 한 도체  하는 에 해 , 첨 도  참  <93>

하여 체  한다.  

(A)   <94>

(1) 본  다   하는  어 , 그것  하는 본  는 , 연  재(1<95>

0)  한쪽 에 동 (12)  착  것  재료  사 한다.

 연  재(1O)는,  들 , 리천 에폭시 지 재, 리천 비 말 미드트리 진 지 재, 리천 <96>

폴리 닐 에  지 재, 미드 직포-에폭시 지 재, 미드 직포-폴리 미드 지 재  

택 는 경질  재가 사   지만, 리천 에폭시 지 재가 가  직하다. 

상  연  재(10)  께는, 20∼600 ㎛가 직하다. 그 는, 20 ㎛ 미만  께 는, 강도가 하<97>

어 취  어 워짐과 동시에,  연 에 한 신뢰  낮 지고, 600 ㎛  과하는 께 는 미 한 

비     도  트   어 워짐과 동시에,  그 체가 꺼워지  다.

또한 동 (12)  께는, 5∼18 ㎛가 직하다. 그 는, 후 하는  같  가공  사 하여, 연<98>

 재에 비    개  할 에, 지나 게  통 어 리  고,  지나 게 

꺼우  에 에 해, 미 한 폭  도체   하  어  다. 

상  연  재(10)  동 (12) 는, 특 , 에폭시 지  리직 (glass cloth)에 함 시  B <99>

지  한 프리프 그 , 동  하여 가열 프 함  얻어지는 한쪽  동   사 하는 것  

직하다. 그 는, 동 (12)  후 하는  같  에  후  취 에,  나 비   

가 어 나지 ,  도가 우 하  다.

(2) 다 에, 에 도체 가   하는 경우에는, 러한 연  재(10)  동 (12)  <100>

착  과 쪽 에, 보  필 (14)  착한다(도5(a)참 ). 

 보  필 (14) , 후 하는 돌 상 도체  하는 도  트  쇄  마  사 고,  <101>

들 , 에 착  한 폴리에틸 프탈 트(PET) 필  사   다.

상  PET 필 (14) , 착  께가 1∼20 ㎛, 필  체  께가 10∼50 ㎛  것  사 다.  <102>

(3) 어 , 연  재(10)상에 착  PET 필 (14)상  탄산가  사  행하고, PET 필 (1<103>

4)  통하여, 연  재(10)   동 (12)(또는 도체  )에 는 개 (16)  한다

(도5(b)참 ).

  가공 ,  진  탄산가   가공 에 해 행해지고, 그 가공 건 ,  에 지가 O.5<104>

∼10O mJ,  폭  1∼100 μs,  간격  0.5 ms 상, 쇼트 가 1∼50  내  것  직하다. 

러한 가공 건하에    는 비  경 , 50∼250 ㎛  것  직하다.  <105>

(4) 상  (3)  공 에   개 (16)    에 하는 지 재(resin residue)  거하  <106>

해, 미어처리  행한다.

 미어처리는, 산  플 마 처리, 나 처리,  처리 또는 엑시  처리 등<107>

에 해 행해진다. 특 , 개 내에   또는 엑시   사함  미어 처리하는 것 , 

신뢰  보  에  직하다.

 미어처리 ,  들 , YAG 3고  사 한   사에 해 행하는 경우   사<108>

건 , 신 주 가 3∼15 KHz,  에 지가 0.1∼5 mJ, 쇼트 가 5∼30  가 직하다.  

(5) 다 에, 미어처리  에 해, 하  같  건  동 (12)  도 리드하는 해 동도 처리  <109>

행하고, 개 (16)내에 해 동도 (18)  하여,  비  (20)  한다(도5(c)참 ).  도  처리에 

해, 개 (16)  상 에 후 하는 도  트(22)  하는 간  빈틈  남 고 해 동도 (18)  

다.  

[ 해 동도  ]<110>
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산동 ·5 : 65 g/l<111>

링 ( , HL) : 2O ml/l<112>

산 : 220 g/l<113>

택 ( , UV) : 0.5 ml/l<114>

염 : 40 ppm<115>

[ 해 도  건]<116>

블링 : 3.0ℓ/<117>

도 : O.5 A/dm
2

<118>

 값 : 0.18 A<119>

도 시간: : 130<120>

(6) 상  (5)에  해 동도 (18)  지  개 (16)  빈틈 또는  에 해, 보  필 (14)  <121>

쇄  마  도  트(22)  하여, 연  재(10)   보  필 (14)  께에 

상당하는 만  돌  도체 (24)( 하, 「돌 상 도체」 고 한다)  한다(도5(d)참 ).  

(7) 어 , 돌 상 도체(24)  포함한 연  재(10)  에 착 (26)  한다(도5(e)참 ).  <122>

착 (26)는 경  상태,  B 지  착 , 도체   어  할 동  착하  한 것

,  들 , 에폭시 지 니 (varnish)가 사 고, 그 께는 10∼50 ㎛  가 직하다.  

(8) 상  (7)  공 에  착 (26)  한 연  재(10)  에, 동 (28)  가열 프 에 해 <123>

착하여, 착 (26)  경 시 다(도5(f)참 ). 

그 , 동 (28)  경 한 착 (26)  사 에 고 연  재(10)에 착 어, 돌 상 도체(24)  동<124>

(28)   다.  동 (28)  께는, 5∼18 ㎛가 직하다.  

(9) 어 , 연  재(10)  에 착  동 (12)  (28)상에, 각각 에  보  필  착하고,  <125>

 마  피복한 후, 에 처리  행하여, 비  드  포함한 도체  (30)  (32)  한

다(도5(g)참 ).

 처리공 에 어 는, , 동 (12)  (28)  에 감  드  필  지 트  착한 후,  <126>

  ,  상  처리하여  에 지 트  하고,  에 지 트  비   

에 하여, 비  드  포함한 도체  (30)  (32)  한다. 

에 는, 산-과산 , 과 산염, 염 2동, 염 2철   택 는 어도 1  <127>

 직하다.

상  동 (12)  (28)  에 하여 도체 (30)  (32)  하는 처리 ,  한  하  <128>

게 하  해, 미리 동    에 하여 께  1∼10 ㎛, 보다 직하게는 2∼8 ㎛ 도 지 

게 할  다.

도체   비  드는, 그 내경  비   경과 거  동 하지만, 그 경  50∼250 ㎛  <129>

 는 것  직하다.

(10) 다 에, 상  (8)  공 에  한 도체 (30)  (32)  , 필 에  처리하여(<130>

(roughened layer)  시는 생략한다),  (34)  한다.  

 처리는, 다 할 에 착 과  착  개 하여, 리( 미 )  지하  함 다. <131>

처리 는,  들 , 프트 에 처리나, (산 )- 원처리, 동-니 -   늘상 합<132>

도 (에  지 트 : 상  플 트)  , 사  상  「 에 본드(MecEtchbond)」

는 에 에 한 가 다.  

 실시 태에 어 는, 상   , 에  사 하여 는 것  직하고,  들 , 도<133>

체   2동착체  산  합  에  사 하여 에 처리함  할  
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다. 러한 에 , 프 나 블링 등  산 공  건하에 , 동도체   해시킬  고, 

, 다 과 같  진행하는 것  다.  

Cu + Cu (II) An → 2Cu (I) An/2<134>

2Cu (I) An/2 + n/4O2 + nAH (에어 )<135>

 → 2Cu (Ⅱ) An + n/2H2O <136>

식 , A는 착 (킬 트  ), n   나타낸다.<137>

상  식에 나타내어지는  같 , 생한 1동착체는, 산   해 고, 산  결합하여 2동착체<138>

 어, 다시 동  산 에 여한다. 본 에 어  사 는 2동착체는,  2동착체가 다.  

산- 2동착체   에 ,  2동착체  산(필 에  할 겐 ) , 에 해하여 

할  다.

러한 에 ,  들 , 미다 동(II)착체 10 량 , 리 산 7 량 , 염  5 량  합한 <139>

 다. 

본  다   하는  , 상 (1)∼(10)  공 에  다.<140>

(11)  다 에, 러한   나 에 해 각각 는 한쪽   시에, <141>

, 연  재(10)  한쪽 에 착  동 (12)(도6(a)참 )상에, 에  보 필  착하고,  

 마  피복한  후,  에 처리  행하여,  비  드  포함한  도체  (40)  

한다(도6(b)참 ).

 처리공 에 어 는, , 동 (12)  에 감  드 필  지 트  착한 후,  <142>

  , 상처리하여 에  지 트  하고, 에 지 트 비   에 하여, 비  

드  포함한 도체  (40)  한다. 

에 는, 산-과산 , 과 산염, 염 2동, 염 2철   택 는 어도 1  <143>

 직하다. 

상  동 (12)  에 하여 도체 (40)  하는 처리 ,  한  하  게 하  해, <144>

미리 동    에 하여 께  1∼10 ㎛, 보다 직하게는 2∼8 ㎛ 도 지 게 할  다.  

(12) 연  재(10)  한쪽 에 도체 (40)  한 후, 상 (2)∼(6)  공 에  처리  행하고, 그 <145>

후, PET 필 (14)  연  재(10)   리시 다(도6(c)∼도6(e)참 ). 

상 (6)  공 에  한 돌 상 도체(44)(   돌 상 도체(24)  별하  해 (44)  <146>

나타낸다)  연  재(10)   돌  는, 보  필 (14)  께  거  비슷하게, 5∼30 ㎛

 가 직하다.  

그 는, 5 ㎛ 미만 는, 량  하  고, 30 ㎛  과하  항값  짐과 동시에, 가열 프<147>

공 에 어  돌 상 도체(24)가 열변 했  에, 연     지나 게 산  에, 

 한  할  없게  다. 

또한, 상  돌 상 도체(44)는, 프 어(precure) 는 것  직하다. 그 는, 돌 상 도체(44)는 경  <148>

상태 도 하여,  프  단계에  착  연  에, 는 다   도체 (도체 

드)    가능해지  다.

러한  돌 상  도체(44)는,  가열  프 시에  변 하여    에,  도통 항(electrical  <149>

resistance)  낮게 할  고, 또한 돌 상 도체(44)   격차가 시 다.  

(13) 어 , 연  재(10)  돌 상 도체(44)  포함한 에 지 착 (46)  도포한다(도6(f)참 ).  <150>

러한 지 착 는,  들 , 연  재(10)  돌 상 도체(44)  포함한  체 또는 돌 상 도체<151>

(44)  포함하지 는 에 도포 어, 건  상태  미경  지   착  다.  착

, 취  해지  에, 프 어 해 는 것  직하고, 그 께는, 5∼50 ㎛  가 직
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하다.

상  착 (46) , 계 착   것  직하고, 계 착 는, 에폭시 지, 폴리 미드 <152>

지, 열경  폴리 에 (PPE), 에폭시 지  열가  지  복합 지, 에폭시 지  실리  지

 복합 지, BT 진  택 는 1  상  지  것  직하다. 

계 착  미경  지  도포 , 커튼 , 핀 ,  , 프  , 린<153>

쇄 등  사 할  다. 또한, 착  , 착  시트  미 트함  할 도 다. 

상  한쪽  (50) , 연  재(10)  한쪽 에 도체 (40)  가지고, 다  쪽 에는 도<154>

 트  가 어 는 돌 상 도체(44)  가지 , 욱  돌 상 도체(44)  포함한 연  

재(10)  에 착 (46)  가  고, 그들  여러    착 거나, 미리   

(34)에  착 어, 다  (60)  지만, 지 착 (46)는 러한 단계에  사

는 것  직하다.  

(B) 다   <155>

상 (A)  각 처리공 에    (34)  에, 3  한쪽  (50, 52)  (54)가 <156>

어  4 , 가열 도 150∼200℃, 가  1 M∼4 MPa  건하에 , 1도  프 에 해 체

어 다  (60)  다(도7 참 ).

상  같  건하에 , 가 과 동시에 가열함 , 각 한쪽   착 (46)  경 어, <157>

하는 한쪽  과  사 에  강고한 착  행해진다. 또한, 가열 프 는, 진공 열 프  사

하는 것  직하다.

상 한 실시  태 는, 1   과 3  한쪽   사 하여 4  다  했지만, 5<158>

 또는 6  과하는 다 에도 할  다.  

(C) 도  프나, 도  핀, 도  볼  <159>

상  (B)  각 처리공 에   다   , 가  쪽에 하는 에 도  프<160>

 하여, LSI  등   직  탑재하도  하고, 또한 가  쪽에 하는 다  쪽 에 

도  핀 또는 도  볼  하여, 어미 상   단 (커 ) 또는 도  볼에 직  할 

 는 지  한다. 

 들 , 도7에 나타내는  같  다  (60) , 가  쪽에 하는 (50)  (54)  도<161>

체 (40)가 각각 쪽에  , 러한 다   경우에는, 각각  도체 (40)상에 비   

 에 한 한  드  하여, 들  드 상에 한 체  공 하여 도  

프(62)  하거나, 도  핀(64) 또는 도  볼(66)  하도  한다. 

또한, 도  프(62)  하는 체 는,  비  낮  주 /납 (  183℃)나 주 /  <162>

(  220℃)  사 하고, 도  핀(64) 나 도  볼(66)  하는 체 는,  230℃∼270℃

 비    주 / 티몬 , 주 /  , 주 / /동  사 하는 것  직하다.  

또한, 도8에 나타내는  같  4  한쪽  (70, 72, 74)  (76)   어  4<163>

, 한 가열, 가 건하에 , 1도  프 에 해 체 한 다  (80)  사 하는 경우에는, 

가  쪽에 하는 한쪽 (70) , 그 비    에 는 돌 상 도체가 어 연  

재(10)  상에 거  원  도체 드  하고, 다  쪽 (76) , 그 도체 (40)  비   

  도체 드에  가 다. 

러한 다  (80)  경우에는, 하  (70) , 그 비     도체 드상에, 도  <164>

핀(64) 또는 도  볼(66)  어, 어미 (도시  생략했다)   단  또는  볼에 도  

어 고, 또한 상  (76) , 그 도체 (40)  에 한 도체 드상에 도  프(62)가 

어, LSI  등  (82)   볼(84)에  도  다. 

도8에 어   나타내는  같 , 가  쪽  (70)  (76)  에  지 트<165>

(83)  하 도 다.  경우,  지 트  도포하여, 그 도막  건 한 후,  도막에, 개

 사한 포  마 필  고, , 상처리함 , 도체 (40) ,  드  시  개

 하여, 그   드 에, 도  프(62), 도  핀(64) 또는 도  볼(66)  한다. 
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상  실시 태에 어 , 도  드나, 도  핀, 도  볼  포함한 다  (80)과, 그 다  <166>

(80)상에 탑재 는 (82)  도체 가 고, 또한 러한  포함한 다  

(80)과, 그것  는 어미  포함한 체 도 도체 가 다. 

도10 , 다  (80)  가  쪽에 하는 한쪽 (70)에 해  (86)가  ·고<167>

고, 다  쪽 (76)  주연(circumference)   어짐 지  한 티프 (88)가 고착 어 는 

다  도체  나타낸다.

러한 도체 에 어 는,  (86)는, 믹, 티탄산  등  고 체  고, 탑재  <168>

(82)   에 하는 비  볼에  어, 루프    다.

또한, 티프 (88)는, BT, FR4, FR5  같  리 에폭시 복합재료나, 동 등  재료  고, <169>

 하는 각 재료  열 창량  차 에 하는 어짐  지하고 다. 

욱 , 도11에 나타내는  같 , 다  (80)  하는 가  쪽   한쪽 , 그 도체<170>

(40)에 한 도체 드상에 도  프(62)  하고, 다  쪽 (여 는 하  

(70)) , 연  재(10)에 한 개 (16)에 해 동도  하지   하여, 그 개 (16)내

에 는 도체 (40)에 한 도체 드 에, 한 체  공 하여 도  핀(64)  시  

 할 도 다.  

러한 는, 도  핀(64)  연  재(10)에 해 그 주 가 러싸여  에, 미리  지 트<171>

 할 필 가 없어진다.

상  실시  태에 어 , 각  드 상에 「니 - 」    하는 것  직하고, 니<172>

 1∼7 ㎛가 직하 ,  0.01∼0.06 ㎛가 다.  는, 니  지나 게 꺼우  항값  

 하고, 지나 게  리  다. 한편 , 지나 게 꺼우  비  가 고, 

지나 게  체  착 과가 하  다. 

러한  드 상에 한 니 -   상에, 체  공 하여,  체   ·고 에 <173>

해 도  프  하고, 또는 도  핀 나 도  볼   드 에 합하여, 다   

다. 

상  체  공 는,  사 나 쇄  사 할  다.<174>

여 ,  사 , 프리프 그에   고,    개 에 상당하는 개  만  남 고 <175>

에 함 ,   하여  리어필  하고,   리어필 ,   지 트 

개 에 플럭 (flux)  도포한 후,   드에 하도  하고, 것  가열하여 사하는 

다. 

한편, 쇄 , 드에 상당하는 개 에 개  한 쇄 마 ( 탈 마 )  에 고,  <176>

트  쇄하여 가열처리하는 다. 는, 주 - , 주 - 듐, 주 - 연, 주 -비  등  사

할  다.  

(D1) 한쪽  빌드 업  <177>

상 (A)  (B)  공 에 해   다  (60)  한쪽 에, 빌드 업  한 실시 태에 <178>

해  한다. 다  (60)  하는   한쪽   도시는, 간단    생략

한다(도12(a)참 ).  

①  다  (60)  한쪽 에 는 도체 (40)  에 동-니 -   (63)  한다(도<179>

12(b)참 ).  

 (63) ,  해  도 에  해  다.   해  도   ,  동 도,  <180>

니 도, 차 산 도가, 각각 2.2×1O
-2
∼4.1×1O

-2
 mol/l, 2.2×1O

-3
∼4.1×1O

-3
 mol/l, 0.20∼0.25 

mol/l  것  직하다.  

상  도 는 그러한 도   에  는 피막  결 가 늘상 가 고 우 한 <181>

커 과  갖는다는 에  직하다.  해 도  에는 상  합 에 하여 착 (complexing 

agent)나 첨가  가하 도 다. 
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 는, 상 한  같 , 동-니 -  늘상 합  도 에 한 처리, 산 - 원처리, 동 <182>

 계(粒界)   에 하는 처리   하는  등  다.

② 다 에, 상 ①에  한 (63)  갖는 다  (60)상에, 간 지 연 (65)  한다(도<183>

12(c)). 

간 지 연 (65)  에는, 미리 도 등  한 상  한 지  커튼 ,  , 쇄 <184>

등에 해 도포하여 하는 , 경  B 지 상태  한 필 상  한 것  착하는 , 또는 

상   지막  착, 가열 착하여 시 는  행할  다. 

상  간 연 지  하는 지 는, 열경  지, 열가  지, 감  지(  경  <185>

지 등도 미한다), 열경  지   릴  한 지, 열경  지  열가  지  지 복합체, 

감  지  열가  지  지 복합체  택 는 어도 1  상  사 하는 것  직하다. 

그들 에도 경 , 진 , 합 , 첨가 ,  등  함 시킬 도 다.

상  열경  지 는, 에폭시 지,  지, 폴리 미드 지, 비 말 드 지, 폴리 닐  지, <186>

폴리 핀 지, 플루  지 등  사 할  다. 

상  에폭시 지 는, 볼 , 볼  등  볼  에폭시 지, 시 타 엔 변 한 <187>

지 식 에폭시 지 등  사 할  다. 

상  감  지 는, 릴 지, 또한, 열경  지에 감  하는 경우는, 열경  지  열경<188>

에 타 릴산 나 릴산 등  릴  시 다.

열가  지 는, 시 지, 폴리에 폰(PES), 폴리 폰(PSF), 폴리 닐 폰(PPS), 폴리 닐<189>

드(PPES), 폴리 닐에 (PPE), 폴리에 미드(PI) 등  사 할  다. 

상  지 복합체 는, 열경  지  열가  지, 감  지  열가  지  합  다. <190>

상  열경  지  열가  지  합 는,  지  폴리에 폰, 폴리 미드 지  폴리<191>

폰, 에폭시 지  폴리에 폰, 에폭시 지  시 지 등  다.

상  감  지  열가  지  합 는, 에폭시   릴  한 에폭시 지  폴리에<192>

폰, 릴 지  시 지 등  다. 지 복합체  합비 , 열경  지(감  지)/열가

 지= 95/5∼50/50  다. 내열  상시 지 고,  값(靭性値)  보할   다. 

상  간 지 연  2  상  하 도 다.  2  다  지에 해 지  하<193>

도 다.  들 , 필  게 하여 연  향상시 고, 상 에는, 산 또는 산 에 해 가  

필러  함 시킴 , 해 도 막과 착  는  하 도 다. 시 는 지  께

는, 20∼70 ㎛  사 에  시 는 것  직하다. 특  직한 것 , 25∼5O ㎛  사 , 그 께  

연 에 도 도 막과  착 에 도 게 통과할   다.

상  지필 , 산 또는 산 에 가  ( 하, 가  고 한다)가 산 또는 산 에 난  지<194>

( 하, 난  지 고 한다) 에 산  것 다. 또한, 본 에  사 하는 「난 」「가 」 는 말

, 동  산 또는 산   에 동 시간 지한 경우에, 상  해 도가 빠  것  편 상 「

가 」 고 고, 상  해 도가 느린 것  편 상 「난 」 고 다. 

상  가  는,  들 , 산 또는 산 에 가  지 ( 하, 가  지 ), 산 또는 산<195>

에 가  ( 하, 가  ), 산 또는 산 에 가  ( 하, 가  ) 등

 들  다. 들 가  는, 단독  사 하 도 고, 2  상 병 하 도 다.  

상  가   상  특별  한 지 고, 상, 쇄상 등  들  다. 또한, 상  가   <196>

상 , 똑같  상  것  직하다. 균 한 거  철  갖는  할   다. 

상  가   평균 경 는, O.1∼1O ㎛가 직하다.  경  , 2  상  다  경<197>

 것  함 하 도 다. , 평균 경  0.1∼0.5 ㎛  가   평균 경  1∼3 ㎛  가   

함 하는 것 등 다. 것에 해, 보다 복 한  할  고, 도체  착 도 우 하다. 또

한, 본 에 어 , 가   경 , 가   가    다. 

상  가  지 는, 열경  지, 열가  지 등   것  들  고, 산 또는 산   <198>
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에 지한 경우에, 상  난  지 보다도 해 도가 빠  것  특별  한 지 는다.  

상  가  지  체 는,  들 ,  에폭시 지,   지,  폴리 미드 지,  폴리 닐  <199>

지, 폴리 핀 지, 플루  지 등   것  들  고, 들 지  1   것 도 고, 

2  상  지 합   것 도 다.

또한, 상  가  지 는, 고   지  사 할 도 다. 상  고 는,  들 , 폴<200>

리 탄 엔 고 , 에폭시 변 , 우 탄 변 , ( 타) 릴 니트릴 변  등  각  변  폴리 타 엔 고 , 

복실  함 한 ( 타) 릴 니트릴 · 타 엔고  등  들  다. 들 고  사 함 , 가

 지 가 산 또는 산 에 해  워진다. , 산  사 하여 가  지  해할 에는, 강

산  산 도 해할  고, 산  사 하여 가  지  해할 에는, 비  산  

한 과망간산 도 해할  다. 또한, 산  사 한 경우에도, 도  해할  다. 그 에, 산

나 산 가 지 에 함 없 , 후 하는  같 ,  후, 염 듐 등  매  여할 

에, 매가 여 지 거나, 매가 산 거나 하는  없다.

상  가  는,  들 , 루미늄 합 , 합 , 합 , 마그 합   규<201>

합  루어진  택 는 1  상    등  들  다. 

상  루미늄 합 는,  들 , 루미나, 산 루미늄 등  들  고, 상  합 는, <202>

 들 , 탄산 , 산  등  들  , 상  합 는, 탄산  등  들  고, 상  

마그 합 는, 마그 시 , 돌 마 트, 염  탄산마그  등  들  , 상  규 합

는, 실리 , 트 등  들  다. 들  단독  사 하 도 고, 2  상 병 하 도 다. 

상  가  는,  들 , 동, 니 , 철, 연, 납, , , 루미늄, 마그 ,   규<203>

 루어진  택 는 1  상    등  들  다. 또한, 들 가  는, 연

 보하  해,  지 등에 해 피복 어 도 다. 

상  가  , 2  상 합하여 사 하는 경우, 합하는 2  가   합 는, 지<204>

  합  직하다.   도  낮  에 지필  연  보할  과 

동시에, 난  지  사 에  열 창   하  워, 지필   간 지 연 에 균열  

생하지 고, 간 지 연 과 도체  사 에  리가 생하지  다. 

상  난  지 는, 간 지 연 에 산 또는 산  사 하여  할 에,  상<205>

 지할  는 것  특별  한 지 고,  들 , 열경  지, 열가  지, 들  복합체 

등  들  다. 또한, 들 지에 감  여한 감  지 도 다. 감  지  사 함 , 

간 지 연 에 , 상처리  사 하여 비   개  할  다. 

들 에 는, 열경  지  함 하고 는 것  직하다. 그것에 해, 도  또는 여러 가지 가열처<206>

리에 해 도  상  지할   다. 

상  난  지  체 는,  들 , 에폭시 지,  지, 폴리 미드 지, 폴리 닐  지, 폴<207>

리 핀 지, 플루  지 등  들  다. 들 지는 단독  사 하 도 고, 2  상  병 하

도 다. 

 나 가 는, 1 에, 2개 상  에폭시  갖는 에폭시 지가 보다 직하다. 상   <208>

할   뿐 니 , 내열  등도 우 하  에, 트 사  건하에 어 도, 에  집  

생하지 고,  리 등  어나  어  다.

상  에폭시 지 는,  들 , 볼  에폭시 지, 비  A  에폭시 지, 비  F  에<209>

폭시 지, 볼  에폭시 지, 킬 볼  에폭시 지, 비  F  에폭시 지, 나프탈  에

폭시 지, 시 타 엔  에폭시 지,   산  갖는 향  드  합  에

폭시 , 트리 리시 시 눌 트, 지 식 에폭시 지 등  들  다. 들 , 단독  사 하

도 고, 2  상  병 하 도 다. 그것에 해, 내열  등  우 한 것  다.

본 에  사 하는 지필 에 어 , 상  가  는, 상  난  지 에 거  균 하게 산 어 <210>

는 것  직하다. 균 한 거  철  갖는  할  어, 지필 에 비  나 통

 하 도, 그 에 하는 도체   착  보할   다. 또한,  

하는 에만 가   함 하는 지필  사 하 도 다. 그것에 해, 지필   
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에는 산 또는 산 에 는  없  에, 간 지 연  사 에  도체 간 연  

실  지 다. 

상  지필 에 어 , 난  지 에 산 어 는 가   합량 , 지필 에 해, 3∼40 량<211>

%가 직하다. 가   합량  3 량% 미만에 는,  하는 철  갖는  할  

없는 경우가 고, 40 량%  과하 , 산 또는 산  사 하여 가   해했  , 지필  심

지 해 어 , 지필   간 지 연  사 에  도체 간 연  지할  없어, 

단  원  는 경우가 다. 

상  지필 , 상  가  , 상  난  지 에, 경 , 그   등  함 하고 는 것  <212>

직하다. 

상  경 는,  들 , 미다 계 경 , 민계 경 , 니 계 경 , 들 경  에폭시 <213>

첨가생 (epoxy  adduct) 나  들  경  마  한  것,  트리 닐포 핀, 트 닐포 포늄

(tetraphenyl phosphonium) · 트 닐보 트(tetraphenyl borate) 등  포 핀계 합  등  들  

다.

상  경  함 량 , 지필 에 해 0.05∼10 량%  것  직하다. 0.05 량% 미만에 는, 지필<214>

 경 가 하  에, 산 나 산 가 지필 에 하는 도가 커 , 지필  연  상

어지는 경우가 다. 한편, 10 량%  과하 , 과  경  지   변 시 는 경우가 어, 

신뢰  하  해 리는 경우가 다. 

상  그  는,  들 ,  에 향  주지 는 합  또는 지 등  필러  <215>

들  다. 상  합 는,  들 , 실리 , 루미나, 돌 마 트 등  들  고, 상  지

는,  들 , 폴리 미드 지, 폴리 릴 지, 폴리 미드 미드 지, 폴리 닐  지, 닌 지, 

핀계 지 등  들  다. 들 필러  함 시킴 , 열 창계  합 나 내열 , 내  향상 

등  하여 프린트  능  향상시킬  다. 

또한, 상  지필 ,  함 하고 도 다. 상  는,  들 , , 틸에틸 , <216>

시 헥사  등  , 산에틸, 산 틸, 브 트나 루엔, 실  등  향  탄  

등  들  다. 들  단독  사 하 도 고, 2  상 병 하 도 다. 

특  본 에 는, 후 하는 비  (102)  하는 간 지 연재 , 열경  지  열가  지<217>

 복합체  지 매트릭  한 해 도  착  사 하는 것  직하다. 또한, 경  상태  지

필  하여 사 하 도 다. 

③  상  ②에  한 해 도  착  건 한 후,  비    개 (65a)  한다(도<218>

12(d)). 

감  지  경우는, , 상하고 나  열경 함 , 또한, 열경  지  경우는, 열경 한 후 <219>

 가공함  상  착 (65)에 비    개 (65a)  한다.  

④ 다 에, 경 한 상  착 (65)  에 재하는 에폭시 지  산 또는 산 에 해 해 또는 <220>

해하여 거하고, 착  에 처리  행해 (65b)  한다(도12(e)). 

여 , 상  산 는, 산, 염산, 산, 또는 포 산 나 산 등  산  지만, 특  산  사<221>

하는 것  직하다. 처리한 경우에, 비   는 도체  식시  어  다. 

한편, 상  산 는, 산, 과망간산염(과망간산  등)  사 하는 것  직하다.  <222>

⑤ 다 에, 착 (65)  (65b)에 매핵  여한다.  <223>

매핵  여에는, 귀 나 귀 드 등  사 하는 것  직하고, 는, 염 듐<224>

나 듐 드  사 한다. 또, 매핵  고 하  해 가열처리  행하는 것  직하다. 러한 

매핵 는 듐  다.  

⑥ 욱 , ( 해 도 ) 착 (65)  에 해 도  행해,  역에 하도 , 해 도<225>

막(67)  한다(도12(f)).  , 해 도 막(67)  께는, 0.1∼5 ㎛  가 직하고, 보다 

직하게는 0.5∼3 ㎛  한다. 
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다 에, 해 도 막(67)상에 도  지 트(68)  한다(도13(a)). 도  지 트 는, 특  <226>

볼  에폭시 지나 볼  에폭시 지  릴 트  미다 경    사 하

는 것  직하지만, 그 에 시  드 필  사 할 도 다.  

⑦ 욱 , 해 도 막(104)상  도  지 트 비 에 해 도  행해, 상  도체 (72)  해<227>

 할 도체  함과 동시에 개 (65a) 내 에 해 도 막(69)  하여 비  (102)  한다(도

12(b)). 

 , 개 (65a)  쪽에 는 해 도 막(69)  께는, 5∼30 ㎛가 직하다. 여 , 상  <228>

해 도 는, 동도  사 하는 것  직하다.  

⑧ 욱 , 도  지 트(68)  거한 후, 산과 과산  합 나 과 산나트 , 과 산 늄 등  <229>

에  도  지 트하  해 도 막  해 거하여, 독립  상  도체 (104)   비  

(102)  한다.

⑨ 다 에, 상  도체 (104)  에 (106)  한다.  <230>

(74)  는, 에 처리, 연마처리, 산 원처리, 도 처리가 다.<231>

들 처리 , 산 원처리는, NaOH(20  g/l),  NaClO2(5O  g/l),  NaPO4(15.O  g/l)  산 ( )  하고, <232>

NaOH(2.7 g/l), NaBH4(1.O g/l)  원  한다. 

또한, 동-니 -  합   , 해 도 처리에 한 에 해 다. <233>

 합  해 도 는, 산동 1∼40 g/l, 산니  0.1∼6.0 g/l, 연산 10∼20 g/l, 차 산염 <234>

10∼100 g/l, 산 10∼40 g/l, 계  0.01∼10 g/l    도  사 하는 것  직하다. 

욱 ,  (106)    경향  동보다 고 티탄 하   또는 귀  피복한다. <235>

주  경우는, 플루   주 과 티  , 또는 염 주 과 티   사 한다.  <236>

, Cu-Sn  에 해 0.1∼2 ㎛ 도  Sn  다. 귀  경우는, 나 착 등   

채 할  다.

⑩ 다 에,  상에 간 지 연 , 해 도  착 (108)  한다.  <237>

⑪ 욱 , 상  공 ③~⑨  복하여, 비  (102)   에 다  비  (도시  생략한다)  함과 <238>

동시에 상  도체 (104) 보다도  쪽에 상  도체 (110)  하고(도13(c)참 ),  상  도체

(110)    도시  생략한 비   내벽  포함한  처리하여 (112)  한다.  

⑫ 어 , 게 해  얻어진 빌드 업  가  쪽   어,  지 트 (90)  도<239>

포하고, 그 도막  건 한 후,  도막에 개  사한 포 마  필  고 , 상처리 함 , 

도체   드가  도체 (도체 드, 비   포함한다)  시  개 (91)  한다(도14(a)참

).  

여 , 는 개 (91)  개 경 ,  드가  도체  직경 보다도 게할  고, 또한, 그 도<240>

체   시 도 다. 또한,  상  개 (91)  개 경 , 상   드가  도체

 직경 보다도 게 할  고, 그 도체  연주   지 트 (90)  피복할  다.  경우, 

 드가    지 트 (90)  누   고, 는  드  리  지할  도

 하는 것  직하다.  

⑬ 욱 , 상   지 트 (90)  개 (91)   상  도체 상에 「니 - 」   <241>

 하여,  드가 다. 

니 (92)  1∼7 ㎛가 직하고,  0.01∼0.06 ㎛가 다.  는, 니 (92) , 지나 게 꺼우<242>

 항값   하고, 지나 게  리   다. 한편 (94) , 지나 게 꺼우  

비  가 고, 지나 게  체  착 과가 하  다.  

⑭ 욱 , 다  한쪽 에 한 빌드 업  가  쪽에 하는  지 트  한쪽<243>

에 한 개 (91)( 쪽에 하는 개 )  는 도체 (  드)상에는, 체  공 하여 

 프(96)  함과 동시에, 다   빌드 업  지 는 쪽  에  도체
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(110)(  드)상에는, 체  공 하여 T 핀(98) 또는  볼(100)  함 , 다   

다(도14(b)참 ). 

체  공 는,  사 나 쇄  사 할  다. <244>

여 ,  사 , 프리프 그에   착하고,    개 에 상당하는 개  만  남<245>

고 에 함 ,   하여  리어 필  하고,   리어 필 ,   지

트 개 에 플럭  도포한 후,   드에 하도  하고,  가열하여 사하는 

다. 한편, 쇄 , 드에 상당하는 개 에 통  한 쇄 마 ( 탈마 )  에 고, 

 트  쇄하여 가열처리하는 다. 는, 주 - , 주 - 듐, 주 - 연, 주 -비  

등  사 할  다. 

또한,  프(96)  하는 체 는,  비  낮  주 /납 (  183℃)나 주 /  <246>

(  220℃)  사 하여, 도  T 핀(98) 나 도  볼(100)  하는 체 는,  230℃∼270℃

 비    주 / 티몬 , 주 /  , 주 / /  사 하는 것  직하다.  

(D2)  빌드 업  <247>

상  (A)  (B)  공 에 해  다  어 (60)  에 빌드 업  한 실시 태에 <248>

해 는, 상  (D1)  한쪽  빌드 업  공  ①~⑫에  처리  행한 후(도17(a)참 ), 빌드 업 

 가  쪽 도체 (110)  에, 니 (92)과 (94)  포함하여   드(95)  함

, 어미  사 하 에 직한 다   다(도17(b)참 ).

욱 , 상   빌드 업  한쪽  하는 가  쪽  도체 (110)상에   드(95)<249>

상에, 체  공 하여  프(96)  함과 동시에, 다  쪽 빌드 업  하는 가  쪽  

도체 (82)상에   드(95)상에, 체  공 하여 T 핀(98) 또는  볼(1O0)  함 , 

 고 도 가 가능한 지  사 하 에 직한  다(도18 참 ).   

하, 실시   한다.<250>

실 시 

(실시  1)<251>

(1) , 다   하는   한다.  , 에폭시 지  리 직 에 함<252>

(impregnate)시  B 지  한 프리프 그 , 동  하여 가열 프 함  얻어지는 한쪽  동  

 재료  사 한다. 

 연  재(10)  께는 75  ㎛,  동 (12)  께는 12  ㎛ 고,    동  과  쪽  <253>

에, 께가 1O ㎛  착  갖고, 또한 필  체  께가 12 ㎛  PET 필 (14)  미 트한다.  

(2) 어 , PET 필 (14)상  탄산가   사  행하여, PET 필 (14)  연  재(10)  통<254>

하여 동 (12)에 는 비    개 (16)  하고, 욱  그 개 (16)내    사에 

해 미어처리했다. 

 실시 에 어 는, 비    개  에는, 미쓰비시  고 피  단  진  탄산가  <255>

 가공  사 하여, 체  께 22 ㎛  PET 필  지 에 트한, 재 께 75 ㎛  리

천 에폭시 지 재에, 마 미지  PET 필 쪽에   빔 사하여 1OO /  피드 , 150 ㎛

Ø  비    개  했다. 

또한, 미어 처리  YAG 3고  사 한   사 는, 미쓰비시 사  GT605LDX  사<256>

하고, 그 미어처리  한  사 건 , 신주 가 5 KHz,  에 지가 O.8 mJ, 쇼트 가 10

었다.  

(3) 미어처리  끝낸 에 해, 동 (12)  도  리드  하는 해 동도  처리  행해, 개 (16)  상<257>

에 간  빈틈  남 고, 그 개 (16)내에 해 동도 (18)  하여 비  (20)  한다.  

(4) 욱 , PET 필 (14)  쇄 마 , 개 (16)에  동도 (18)상에 도  트(22)  <258>

- 22 -

등록특허 10-0763692



하여,  연  재(10)   거  PET  필 (14)  께  만  돌 는  돌 상  도체(24)  

한다.  

(5) 다 에, PET 필 (14)  연  재(10)   리시  후, 에폭시 지 착  돌 상 도체<259>

(24)쪽 에 도포하고, 100℃에  30 간  건  행하여 께 20 ㎛  착 (26)  했다.  

(6) 상 (5)에  한 착 (26)상에, 께 12 ㎛  동 (28) , 가열 도 180℃, 가열시간 70 ,  2 <260>

MPa, 진공도 2.5×10
3
 Pa  건하에  가열 프 했다.  

(7) 그 후,   동 (12)  (28)에 한 에 처리  행해, 도체 (30)  (32)(비  드  포함<261>

한다)  하여,  (34)  했다.  

(8) 다 에,  한쪽   한다.  ,  (34)과 동 한 한쪽  동  <262>

 재료  사 했다. 

, 연  재(10)상  동 (12)에 한 에 처리  행해, 도체 (40)  하고, 욱 , 도체<263>

(40)  쪽에 하는 연  재(10)  에, PET 필 (14)  미 트했다.  

(9) 그 후, 상 (2)∼(5)  공 에  처리함 , 연  재(10)  한쪽 에 도체 (40)가 <264>

고, 연  재(10)  다  쪽  도체 (40)에 는 개 내에 해 동도 (18)  는 동시

에, 그 해동도 (18)상에 돌 상 도체(44)가 고, 욱  돌 상 도체(44)  포함한 연  재(10)  

에 에폭시 지 착 (46)가 도포 었다. 

 에폭시 지 착 는 프 어 고, 다  한 착  하여, 러한 한쪽  (50)  3<265>

 했다.  

(10)  상 (1)∼(9)  처리에 해 , 1   (34)과, 3  한쪽  (50, 52)   <266>

(54) , 도3에 나타내는  같  에 택(stack)하고, 진공 열 프  사 하여 180℃  도  

  프 함 , 다  (60)  했다.  

(11) 러한 다  (60)  하는 가  쪽   , 한쪽 (50)(하 )  도체<267>

(40)상에, 도가  230℃  주 / 티몬 에 해 T 핀(64) 또는  볼(66)  하고, 다  쪽 

(54)(상 )  도체 (40)상에는, 도가  183℃  주 /납   체  공 하여, 

 프(62)  하여 다   하고, 욱 ,  다   상  에 

(82)   상태에 , 주 /납   근  내에  리플 시 ,  프(62)에 (82)  

 볼(84)   고착시킴 , 다  과   도체  했다.  

(실시  2)<268>

4  한쪽   도1에 나타내는  같  에 하고,  가열 프 함  다  <269>

 하여, 가  쪽에 하는 한쪽  도체 (도체 드)에 해  프  하고, 

다  쪽  쪽에 는 돌 상 도체가 가열 프 어   드에 해, T 핀 또는 

 볼  착  것 에는, 실시  1과 동 하게 하여 다    도체  했다.  

(실시  3)<270>

도2에 나타내는  같 , 4  한쪽   , 가  쪽에 하는  한쪽 , 그 도체<271>

에 한  드상에  프  하고, 가  쪽에 하는  다  쪽 , 연  재

에 한 개 에 해 동도  하지 는  하여, 그 개 내에 는 도체 에 한 

 드에, 체  공 하여 T 핀  시   한 것 에는, 실시  1과 동 하게 하여 다  

  도체  했다.  

(실시  4)<272>

도2에 나타내는  같 , 4  한쪽   , 가  쪽에 하는    상에 <273>

 지 트  하고, 그  지 트 에 한 개  는  드상에  프  

한 것 에는, 실시  3과 동 하게 하여 다    도체  했다.  

(실시  5)<274>
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도1에 나타내는  같 , 4  한쪽   , 가  쪽에 하는    상에 <275>

 지 트  하고, 그  지 트 에 한 개  는  드상에  프  

한 것 에는, 실시  3과 동 하게 하여 다    도체  했다.  

(실시  6)<276>

(1) 실시  1  공 (1)∼(1O)에  처리  행하여, L/S= 75 ㎛/75 ㎛, 드 지  250 ㎛, 비   경  <277>

150 ㎛, 도체  께가 12 ㎛, 그리고 연  께가 75 ㎛  다  어 (60)  했다.  

(2) 다 에, 에 도체 (40)  한 다  어 (60)((도15(a)참 ) , 산동 8 g/l, 산니  0.6 <278>

g/l, 연산 15 g/l, 차 산나트  29 g/l, 산 31 g/l, 계  0.1 g/l   pH=9  해 도 에 

지하여, 상  도체 (40)  에 께 3 ㎛  동-니 -   (62)  했다. 어 , 그 

 하고, 0.1 mol/l 플루   주 -1.0 mol/l 티   해 주  도 에 50℃

에  1시간 지하고, 상  (63)  에 0.3 ㎛  주  했다(도15(b)참 , 단, 주 에 해

는 도시하지 는다).  

(3) 하  ①~③에  얻   합 하여, 해 도  착  했다.  <279>

① 볼  에폭시 지(니 쿠 , 량 2500)  25% 릴  35 량 (고  80%), 감  <280>

단량체(도 고 , 닉  M315) 4 량 , 포 (산 , S-65) O.5 량 , NMP 3.6 량   

합했다.  

② 폴리에 폰(PES) 8 량 , 에폭시 지 (산 , 폴리  폴)  평균 경 0.5 ㎛  것  7.245<281>

량  합한 후, NMP 2O 량   첨가하여  합했다.  

③ 미다  경 (시 쿠 , 2E4MZ-CN) 2 량 , 개시 ( 가 , 루가  I-907) 2 량 , <282>

감 (니 쿠 , DETX-S) O.2 량 , NMP 1.5 량   합했다.

(4) 상 (3)에  한 해 도  착  상 (2)  처리  행한 (60)에 도포하고(도15(c)참 ), 건<283>

시  착  한 그 (60)  에, 85 ㎛Ø  원  쇄  포 마  필  착시 ,  고

등에 해 5OO mJ/cm
2

 했다.  DMDG( 에틸 리 틸에 )  프  상함

, 착 에 85 ㎛Ø  비   는 개 (65a)  했다. 욱 , 해당   고 등에 해 

300O mJ/cm
2

 하고, 100℃에  1시간, 그 후 150℃에  5시간  가열처리  행함 , 포 마  필

에 상당하는 도가 우 한 개  갖는 께 35 ㎛  간 연재 (65)( 착 )  했다(도15(d)

참 ). 또한, 비   는 개 (65a)에는, 주 도   시 다.  

(5) 비    개 (65a)  한 , 산에 20 간 지하여, 착  에 재하는 에폭<284>

시 지  해 거하고, 해당 착 (65)   Rmax=1∼5 ㎛ 도   하여 (65b)

 하고, 그 후, (시프 사 )에 지하고 나  했다.  

(6)  착   (65b)(  3.5  ㎛)에 해, 듐 매( )  여함 , 착<285>

(65)  비    개 (65a)  에 매핵  여했다.  

(7) 하   해 동도 에  지하고,  체에 께 0.6 ㎛  해 동도 막(67)  <286>

했다(도15(f)참 ).  , 그 해 도 막(67)   에, 그 막 에는, 착 (65)  

(65b)에 한 철  찰 었다.  

[ 해 도  ]<287>

NiSO4 : 0.OO3 mol/l <288>

주 산 : 0.20 mol/l <289>

산동 : 0.03 mol/l<290>

HCHO : O.O5 mol/l<291>

NaOH : O.1O mol/l<292>

α, α'-비피리 : 40 mg/l <293>
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폴리에틸 리 (PEG): 0.1 g/l<294>

[ 해 도  건]<295>

33℃  도<296>

(8) 상  (7)에  한 해 동도 막(67)상에 시  감  드  필  고, 마  , 1OO <297>

mJ/cm
2

 , O.8% 탄산나트  상처리하여, 께 15 ㎛  도  지 트(68)  했다(도16(a)참 ).  

(9) 다 에, 하  건 , 도  지 트 비 에 해 도  행해, 께 20 ㎛  해 도 막(69)  <298>

하여 상  도체 (104)  해  할 도체  함과 동시에, 개 내  도 막(69)  하여 

비  (102)  했다(도16(b)참 ).  

[ 해 도  ]<299>

산동 ·5 : 60 g/l<300>

링 ( , HL): 40 ml/l<301>

산 : 190 g/1<302>

택 ( , UV): 0.5 ml/l <303>

염 : 40 ppm<304>

[ 해 도  건]<305>

블링 : 3.0 ℓ/<306>

도 : O.5 A/dm
2

<307>

값 : O.18 A <308>

도 시간 : 130<309>

(10) 도  지 트(68)  리, 거한 후, 산과 과산  합 나 과 산나트 , 과 산 늄 등  <310>

에  도  지 트하  해 도 막(67)  해 거하여, 해 도 막(67)과 해 동도 막(69)

  께  20 ㎛, L/S=25 ㎛/25 ㎛  상  도체 (104)  했다.  , 비  (102)   평탄

하고, 도체  과 비     동 했다.  

(11)  에 상 (2)  동 하게 하여 (84)  하고, 욱  상  (3)∼(10)   복하여, <311>

상  간 지 연 (108)과 도체 (110)(비  (80)  포함한다)   하고, 다  (60)  

에 빌드 업  했다.  

또한, 여 는, 도체 (110)  에 동-니 -   (112)  하지만,  (112) 에<312>

는 주  도  하지 는다.  

(12) 한편, DMDG에 해시  60 량%  볼  에폭시 지(니 쿠 )  에폭시  50%  릴  <313>

한 감  여 리고 ( 량 4000)  46.67 량 , 틸에틸 에 해시  80 량%  비  A  에폭

시 지( , 에피 트 1OO1) 14.121 량 , 미다 경 (시 쿠 , 2E4MZ-CN) 1.6 량 , 감

 단량체  다가 릴 단량체(니 쿠 , R604) 1.5 량 , 마찬가지  다가 릴 단량체( 에 샤 , 

DPE6A) 30 량 , 릴산 에 합   링 ( 에 샤 , 폴리 플  No.75) O.36 량  합하

여,   합 에  해  개시  (간 가쿠 )  2O 량 ,  감  

EAB( 도가 가쿠 ) 0.2 량  가하고, DMDG( 에틸 리 틸에 ) 10 량   가하여, 도  

25℃에  1.4±0.3 pa ·s  한  지 트  얻었다.  

또한, 도 , B  도계(도쿄 , DVL-B )  사 하여 행하고, 60 rpm  경우는  No.4, 6 rpm  <314>

경우는  No.3에 했다.  

(13) 상 (11)에  얻어진 빌드 업  에, 상  (12)에  얻어진  지 트  20 ㎛  <315>

께  도포했다. 어 , 70℃에  20 간, 70℃에  30 간  건 처리  행한 후, 에 해  지
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트 개  원 (마 )  사  께 5 mm  다 (soda lime) 리 ,   쪽

  지 트 에 착시  1OOO mJ/cm
2

  하여, DMTG 상 처리했다. 욱 , 8O℃에  1

시간, 1O0℃에  1시간, 120℃에  1시간, 150℃에  3시간  건  가열처리하여, 드  개 (개

경 200 ㎛)  지 트 (90)( 께 20 ㎛)  했다.  

(14) 다 에,  지 트 (90)  한 , 염 니  30 g/l, 차 산나트  10 g/l, 연산나트  <316>

1O g/l   pH=5  해 니 도 에 20 간 지하여, 개 에 께 5 ㎛  니  도 (92)  했다. 

욱 , 그 , 시   2 g/l, 염 늄 75 g/l, 연산나트  50 g/l, 차 산나트  10 g/l  

 해 도 에 93℃  건에  23 간 지함 , 니  도 (92)상에 께 0.03 ㎛  도 (94)

 했다. 

것에 해, 상  도체 (112)상에 니 도 (92)과 도 (94)  포함한  드(95)가 어, 한<317>

쪽  3 ,  6  어미 에 사 하 에 직한 다   했다(도17(b)참 ). 

게 하여 한 다  는, 다  어  비   드 상  진원  할  고, 드 <318>

피  600 ㎛ 도  할   에, 비   집하여 할  고, 비   고 도  게 달

할  다. 또한, 다  어  비   늘릴   에, 다  어 내  도체  빌

드 업 내  도체     보할  다. 

또한, 빌드 업  가  쪽에 한  드(95)에 해, LSI 등  도체  포함하는 <319>

 탑재하는 지  도  볼(  볼)   에, 지  에 리해진다.  

(실시  7)<320>

실시  6   한 다  , 가  쪽에 는 한쪽 상  도체 (112)상에 한  드<321>

(95)상에는,  프(96)  하고, 가  쪽에 는 다  쪽 상  도체 (112)상에 한  드

(95)상에는, T 핀(98) 또는  볼(100)  한, 지 에 직한 다   했다(도18 참

). 

게 하여  다  는, 빌드 업  쪽에 한  지 트 (90)  개  <322>

 도 (94)(  드)에 한  프(96)  매개  하여 LSI  등  에 어, 빌

드 업  쪽에 한  지 트 (90)  개   도 (94)(  드)에 한 

도  핀(98) 또는 도  볼(100)  매개  하여 어미 상  단  등에  에,  

고 도 가 가능해진다.  

(실시  8)<323>

다   하는    한쪽   비    비 통 에, 도  트<324>

 하여 비   함과 동시에, 그 비   과 동  공 에 해 비  상에 도  트  

하여, 돌 상 도체  한 것 에는, 실시  6과 동 하게 하여 다   했다.  

(실시  9)<325>

간 지 연 , 께 20 ㎛  에폭시 지필  열 착시킴  하고, 탄산가   사하<326>

여 직경 60 ㎛  비    개  하여, 그 개 내 벽  포함한 간 지 연   과망간

산 에 해 처리  행한 것 에는, 실시  6과 동 하게 하여 다   했다. 

상  에폭시 지필 , 시 지  지 복합체  것  직하고,    함 시 고 <327>

다.  

(실시  10)<328>

다  어  하는    한쪽   비    비 통 에, 도  <329>

트  하여 비   함과 동시에, 그 비   과 동  공 에 해 비  상에 도  

트  하여, 돌 상 도체  한 것 에는, 실시  9  동 하게 하여 다   했다.  

(실시  11)<330>

간 지 연 , 께 20 ㎛  폴리 핀 지필  열 착시킴  하고, 탄산가   <331>

사하여 직경 60 ㎛  비    개  하고, 그 후, 해 도 막  하는 신에, 처리  
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행하지 고, 링에 해 개 내 벽  포함한 간 지 연  포 에 께 0.1 ㎛  동 막 또

는 동-니  막  한 것 에는 실시  6과 동 하게 하여 다   했다.  

(실시  12)<332>

다  어  하는    한쪽   비    비 통 에, 도  <333>

트  하여 비   함과 동시에, 그 비   과 동  공 에 해 비  상에 도  

트  하여, 돌 상 도체  한 것 에는, 실시  11과 동 하게 하여 다   했다.  

(실시  13)<334>

(1) 실시  1  공 (1)∼(1O)에  처리  행하여, L/S=75 ㎛/75 ㎛, 드경  250 ㎛, 비   경  150 <335>

㎛, 도체  께가 12 ㎛, 그리고 연  께가 75 ㎛  다  어 (60)  했다.  

(2) 다 에, 에 도체 (40)  한 다  어 (60)((도12(a)참 )  한쪽 에 해, 실시  6  공<336>

(2)∼(14)  처리  행해, 다  어 (60)  한쪽 에 빌드 업  하여, 그 상  도체

(112)상    지 트 (90)  개 (91)내에 , 니 도 (92)과 도 (94)  포함한  

드(95)  했다.  

(3) 상   드(95)상에는,  프(96)  하여, 빌드 업  지 는 다  (60)  <337>

도체 (40)상에는, T 핀(98) 또는  볼(100)  하여, 지 에 맞는 한쪽  3  다  

 했다(도14(b)참 ).  

(실시  14)<338>

다   하는    한쪽   비    비 통 에, 도  트<339>

 하여 비   함과 동시에, 그 비   과 동  공 에 해 비  상에 도  트  

하여, 돌 상 도체  한 것 에는, 실시  13과 동 하게 하여 다   했다.  

(실시  15)<340>

간 지 연 , 께 20 ㎛  에폭시 지필  열 착시킴  하고, 탄산가   사하<341>

여 직경 60 ㎛ 비    개  하여, 그 개 내 벽  포함한 간 지 연   과망간산

에 해 처리  행한 것 에는, 실시  13과 동 하게 하여 다   했다. 

상  에폭시 지필 , 시 지  지 복합체  것  직하고,    함 시 고 <342>

다.  

(실시  16)<343>

다  어  하는    한쪽   비    비 통 에, 도  <344>

트  하여 비   함과 동시에, 그 비   과 동  공 에 해 비  상에 도  

트  하여, 돌 상 도체  한 것 에는, 실시  15  동 하게 하여 다   했다.  

(실시  17)<345>

간 지 연 , 께 20 ㎛  폴리 핀 지필  열 착시킴  하여, 탄산가   <346>

사하여 직경 60 ㎛  비    개  하고, 그 후, 해 도 막  하는 신에, 처리  

행하지 고, 링에 해 개 내 벽  포함한 간 지 연  에 께 O.1 ㎛  동 막 또

는 동-니  막  한 것 에는 실시  13과 동 하게 하여 다   했다.  

(실시  18)<347>

다  어  하는    한쪽   비    비 통 에, 도  <348>

트  하여 비   함과 동시에, 그 비   과 동  공 에 해 비  상에 도  

트  하여, 돌 상 도체  한 것 에는, 실시  17과 동 하게 하여 다   했다.  

(비 )<349>

(1) 께 0.8 ㎛   동    연  어  하여, 그 어 에 직경 300 ㎛  통<350>

 드릴  삭공(削孔)하고, 그 후, 해 도 , 해 도 처리  행해 통  포함하는 도체  

하고, 욱 , 통  포함하는 도체   에  하여, 통 내에 비도   매움
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 재  하여, 건  경 시 다.  

(2) 어 , 통   나  재  거하여 평탄 하고, 그 에 해 도 , 해 도 처<351>

리  행해 껍게 하여, 도체   통 에  재  는 도체  는  했다.  

(3) 도체   통 에  재  는 도체  는  한  에, 에  지 트  <352>

하고, 그 에  지 트 비  도 막  에  거하고, 욱  에  지 트  리 거하여, 독

립  도체   재  는 도체  했다. 

욱 , 실시  4  (2)∼(14)  같  공 에  다   했다. <353>

상  실시  1∼5에 해 , LSI   등    프, BGA(ball  grid  array) 또는 PGA(pin <354>

grid array) 지  , 드   드  사한 결과,  프린트 에 비해, 

 8/10∼1/2  고, 드 는 1.5∼2.0 , 드  2/3∼8/10  어 고 도  가능해지

고, 실시  4  5에 해 는, 지  연  욱 향상 는 것  었다.

실시  6∼18에 해 , LSI  등    프, BGA(ball grid array) 또는 PGA(pin grid <355>

array) 지    어  드  사한 결과, 비 에 비해  10∼25% 단 시 , 단

(cm
2
)당 드  1O∼3O% 가시킬  어,  특 나 신뢰 에 향  하는 것  

지 다.  

산업상  가능

상 한  같 , 본  다  에 하 , 경질  연  재  한쪽  또는 에 도체<356>

 가지고, 도체  과 쪽   사에 해 한 미 한 개 에 도  질  

한 비   갖는 한쪽  또는   본 , 그들   합시  하여  

열 프 함  한 다  , 내  도  폭   어,  같  통  

하지 고,  사     비   사 에 고  보할   에, LSI 

 등   탑재하는 지  직하게 할  다. 

욱  그  같  다   어 , 그 다  어  한쪽  또는 에 빌드 업  <357>

한 다  , 지  뿐 니 , 지  탑재하는 어미  직하게 하는 

것  가능하다. 

다   가  쪽에 는 한쪽 에는 도  프  하고, 가  쪽에 는 다  쪽 <358>

에는 도  핀 또는 도  볼  한 , 지  직하고, 나 어미

   루는 도  프, 도  핀 또는 도  볼  고 도  할   에, 고

도    고 도 가 가능해진다. 또한, 도 는  에, 에 어짐도 

없고, T 핀 나 도  프  평탄 도 보할  다.  

도

    도 1
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    도 2

    도 3

    도 4
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    도 5
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    도 6

    도 7
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    도 8

    도 9

    도 10
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    도 11

    도 12
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    도 13
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    도 14
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    도 15

- 36 -

등록특허 10-0763692



    도 16
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    도 17
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